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source; a treatment chamber receiving the substrate, with at least one wall part located adjacent to the radiation sources and which 
is substantially transparent for the radiation of said radiation source; and at least one cover plate between the substrate and the wall 
part of the treatment chamber located adjacent to the radiation sources, the dimensions of said cover plate being selected such that 
it fully covers the transparent wall part of the treatment chamber in relation to the substrate in order to prevent tungsten evaporating 
from said substrate from becoming deposited on the transparent wall part of the treatment chamber. 

[Fortsetzung caif der ndchsten Seite] 



wo Jll/023529 A3 liliililiiilftiiiiilliliiliinil 



VerdSentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen 

Recherchenberichts: 13. Mai 2004 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die ErkiUrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum theraiischen Behandeln von Halbleiter- 
wafem mit wenigstens einer zu oxidierenden Siliziumschicht und einer nicht zu oxidierenden Wolframschicht, wobei die Vorrichtung 
folgendes aufweist: wenigstens eine Strahlungsquelle; eine das Substrat aufhehmende Behandlungskammer, mit wenigstens einem 
benachbart zu den Strahlungsquellen liegenden Wandteil, der fur die Strahlung der Strahlungsquelle im wesentlichen durchsichtig ist; 
und wenigstens eine Abdeckplatte zwischen dem Substrat und dem benachbart zu den Strahlungsquellen liegenden durchsichtigen 
Wandteil der Behandlungskammer, wobei die Abdeckplatte so bemessen ist, dass sie den durchsichtigen Wandteil der Behandlungs- 
kammer vollstandig gegentiber dem Substrat abdeckt, um zu verhindem, dass von dem Substrat abdampfendes Wolfiram auf den 
durchsichtigen Wandteil der Behandlungskammer gelangt 



INIERNATIONAL SEARCH REPORT 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H01L21/00 H01L21/321 H01L21/28 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classHlcatton and IPC 



Inte^^^l^^pplicatlon No 

PCt/^i3/08220 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 HOIL 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are Included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the intematlonal search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , WPI Data, RAJ, INSPEC 



C. DOCUIVIENfS CONSIDERED fO BE REL£VAI^ 



Category * 



Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



DE 100 60 628 A (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 
31 January 2002 (2002-01-31) 

paragraphs '0014! - '0022! 



US 5 861 609 A (KALTENBRUNNER ET AL.) 
19 January 1999 (1999-01-19) 
abstract; figure 1 

column 5, line 11 - column 6, line 39 



US 6 197 702 Bl (ASANO ISAMU ET AL) 
6 March 2001 (2001-03-06) 



abstract; figures 11,12 



1,2, 

6-10,12, 
13,15,16 

3 

3 



1,15 

21-26, 
29-31, 
34-43,49 



-A 



j X| Further documents are listed In the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed In annex. 



Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which Is not 
considered to be of particular relevance 

°E' earlier document but published on or after the international 
filing date 

"f document which may throw doubts on priority clalm(s) or 
which Is cited to establish the publication date of another 
citetion or other special reason (as specified) 

'O* document refenfng to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

°P" document published prior to the international filing date but 
later than the prtorlty date claimed 



T* later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the pitnclple or theory underiying the 
Invention 

*X' document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
Involve an Inventive step when the document Is taken alone 

"Y* document of particular relevance; the daimed Invention 

cannot be considered to involve an Inventive .step when the 
document is comblried with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
In the art 

"&* document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the intemattonal search 



23 February 2004 



Date of mailing of the intemattonal search report 



0 a 01 2004 



Name artd mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2 
NL-2280HVRIjswlik 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (431-70) 340-3016 



Authorized officer 



Konigstein, C 



Fbnn PCT/I8Affi10 (second shBsH) (Jidy 1992) 



INj||l 



RNATIONAL SEARCH REPORT 



C,(Contlnua«on) DOCUMENTS CONSIDEREDTO BE RELEVANT 



jlntefl^na^pplication No 

I PCT/^y/08220 



Category** I atatlon of document, with Indicatlon.where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to clatm No. 



p.x 



us 6 228 752 Bl (MIYANO KIYOTAKA) 
8 May 2001 (2001-05-08) 
figures 1,2 

US 2001/014522 Al (BECK JAMES ET AL) 
16 August 2001 (2001-08-16) 
abstract; figures 3-5 

US 6 245 605 Bl (CHO CHIH-CHEN ET AL) 
12 June 2001 (2001-06-12) 
the whole document 

WO 01/82350 A (APPLIED MATERIALS INC) 
1 November 2001 (2001-11-01) 
abstract ... 

WO 02/089190 A (MAHSON THERMAL PRODUCTS 
GMBH ; KEGEL WILHELM (DE); STORBECK OLAF 
(DE)) 7 November 2002 (2002-11-07) 
cited in the application 
claims 1,10; figure 2 



21 



21-24 



21 



21,33 



21,26, 
29,31, 
34-43,49 



Fern PCT/ISM210 (oonllnuatlon of second shesl) (July 1992) 



INTERNATION. 



CH REPORT 



Mema^^'applicatioji No. 

EP03/08220 



Boxl Observati onswherecertaindaiinswerefomidiiiis^^^ 

TMsinten^Wsearchrepoxthas^^^ 17(2Xa)for1hefoUowingreasons: 



1. 



□ ^""^leUtetosubjec^nrntterxiotiBqaiiedtobeseaid^ 



Q S^e^relatetopartsoftheintemationalappHcatianthatdonotca^^ 



prescribed requirements to sudi 



3. I I Claims Nos.: 



Boin Observation s where mdty of inventton to lacking (Cantim.atioix of item 2 of first sheet) 

THs Memational Searchii^ Aufliarily foiuid multiple i«v«ations in this intemational appUcatiao, as follows: 



SEE SUPPLEMENTAL SHEET 



1. 



AS all xequix^i additional search fees were tin«fy paid by the appUcant. this international search report covers all 
searchable claims. 



2. I I Asallsearchabledaims could bes( 
" — ' ofany additional fee. 



,earchedwilhouteffi»rtjusti^anadditionalfee,thisAHthori1ydidnotinvte 



cmired additional search fees were timely paid tylheappUcan^ 



-* I — I As onhr some oftherequked additional searcnieeswciciiiix^v IT'- ^^^^ 
L-1 ^S[.S*^ecUir^whichfeeswerepaid.q«cificallyclamisNos 



seardifeesweretimelypaidbytheappUcant Consequ^tly. this international searchreport is 



Remark on Protest □ The additional search fees were accompanied by the appUcaat'sp^^^ 



No 



of additional seaicb fees. 



Form PCT/ISA/210 (contiimatioii of first sheet (1)) (My 1992) 



INTEKNATIOK 



REPORT 



Mema^^VapplicatiQa No. 

EP03/08220 



The International Searching Autiiority has detennined that this international 
application contains multiple (groups of) inventions, namely 



1. Claims 1-20 



apparatus and method for thermal treatment of semiconductor . 
wafers using cover plates. 

2. -Claims 21-52 

method for thermal treatment of semiconductor substrates by 
means of a thermal treatment cycle. 



Fonn PCT/ISA/210 



RNATIONAL SEARCH REPORT 

in patent family members 



Patent document 
cited In search report 



Publication 



Patent family 
member(s) 



nte^j^nal Application No 

PCT/|jfc/08^ 



Publication 
date 



Dt lOOoOoZo 


A 


31- 


-01-2002 


DE 


10060628 Al 


A 1 A^ AAAA 

31-01-2002 


US 5861609 


A 


19- 


-01-1999 


NONE 






US 6197702 


Bl 


06- 


-03-2001 


JP 


10335652 A 


18-12-1998 










TW 


452980 B 


01-09-2001 










lie' 

US 


2002048967 Al 


r\ r f\ A OAAO 

25-04-2002 










us 


2003143864 Al 


31-07-2003 










US 


2001024870 Al 


27-09-2001 


US 6228752 


Bl 


08- 


-05-2001 


OP 


11031666 A 


02-02-1999 










us 


2001010966 Al 


02-08-2001 


lj[S 2001014§22 


Al 


16- 


-08-2001 


us . 


6291868 Bl 


18-09-2001 




• 


• 


* us 


2003207556 Al 


06-11-2003 




• 






us 


. 6596595 Bl 


. .22-07-2003 


US 6245605 


Bl 


12- 


-06-2001 


NONE 






UO 0182350 


A 


01- 


-11-2001 


US 


2002172756 Al 


21-11-2002 










EP 


1277231 Al 


22-01-2003 










JP 


2003532290 T 


28-10-2003 










UO 


0182350 Al 


01-11-2001 


WO 02089190 


A 


07- 


-11-2002 


DE 


10120523 Al 


31-10-2002 










WO 


02089190 A2 


07-11-2002 










EP 


1382062 A2 


21-01-2004 



Form PCT/ISAyzIO (patent family annex) (July 1992) 



INTERNATIONALfR RECHERCHENBERICHT 



1^1 



A. KLASSIFIZIERUNG OES ANMELDUNGSQEGENSTANDES 

IPK 7 H01L21/00 H01L21/321 H01L21/28 



Nach der Intemationalen PatentMasslfikatlon (IPK) Oder nach der natlonalen Klassffikatlon und der iPK 



tnte^^nales Aktenzelchen 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter MlndestprOfstoff (KlassifiKatlonssystem und Klassiflkationssymbole } 

IPK 7 HOIL 



Recherchierte aber nlcht zum MlndestprOfstoff gehOrende VerSffentilchungen. sowelt diese unter die recfierchlerten Geblete fallen 



Wfihrend der Intemationalen Rechaiche konsultlerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. venvendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ, INSPEC 



C. ALS WESEMTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorle** Bezetehnung der Ver5ffentnchung. soweit erforderitch unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspnjch Nr. 



DE 100 60 628 A (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 
31. Januar 2002 (2002-01-31) 

Absatze '0014! - '0022! 



US 5 861 609 A (KALTENBRUNNER ET AL.) 
19. Januar 1999 (1999-01-19) 
Zusammenfassung; AbbUdung 1 
Spalte 5, Zeile 11 - Spalte 6, Zeile 39 



US 6 197 702 Bl (ASANO ISAMU ET AL) 
6. Marz 2001 (2001-03-06) 

Zusammenfassung; Abblldungen 11,12 

-/-- 



1,2, 

6-10,12, 
.13,15,16 

3 

3 



1,15 

21-26, 
29-31, 
34-43,49 



Weltere VerOffentllchungen sind der Fortsetzung von Fetd C zu 
entnehmen 



Slehe Anhang Patentfamine 



^ Besondere Kategorien von angegebanen Verdffentllchungen : 

"A" Ver6ffentiichung, die den allgemeinen Stand derTechnlkdefinlert, 
aber nteht als besonders bedeutsan) anzusehen tst 



aiteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Intemationalen 
Anmeldedatum ver6ffentllcht worden 1st 



VerSffentlichung. die geeignet ist^ einen PrioritStsanspruch zwelfelhaft or- 
scheinen zu lessen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen Im Recherchenberfcht genannten Vefdffentlichung belegt warden 
soli Oder die aus elnem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefOhrt) 

■O' Veraffontiichung. die slch auf eine mOndllche Offenbanjng, 

elne Benutzung, elne Ausstellung oder andere MaBnahmen bezleht 

"P" VerSffentlichung, die vor dem (ntemationaien Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritfltsdatum verfiffentlicht worden ist 



T* SpStere VerOffentiichung. die nacfi dem Intennationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritdtsdatum ver6ffentlteKt woiden ist und mit der 
Anmeldung nicht koliidiert. sondem nur zum Verstfindnls des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinz^ oder der ihr zugoindellegenden 
• Theorie angegeben ist 

*X" Verdffentlichurig von besonder^r Bedeutung; die beansprudite Erfindung 
kann aliein aufgrund dieser VerOffentiichung nicht als neu oder auf 
erfinderlscher Tatigkelt bemhend betrachtet werden 

■Y" VerSffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspmchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderlscher Tdtlgkeit bemhend betrachtet 
werden, wenn die VerOffentiichung mit einer oder mehrsren anderen 
VerOffentlichungen dieser Kategorle In Verblndung gebracht wird und 
diese Verblndung fOr einen Fachmann naheiiegend ist 

"&* VerOffentiichung. die Mltglled derselben Patentfamilla Ist 



Datum des Abschlusses der intemattonalen Recherche 



23, Februar 2004 



Absendedatum des Intemationalen Recherchenbertchts 



0 a 03i 2004 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehflrde 
Eunopdisches Patentamt, P.B. 5816 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmdchtigter Bedlensteter 



Konigstein, C 



f=dnnblatt PCT/ISM210 (Blatt 2) (Jull 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C^Fortsetzung) ALS WE8ENTUCH ANQESEHENE UNTERLAGEN 



nte^^on^s Aktenzeichen 

PCT/^|3/08220^ 



Kategorie" Bezelchnung der VereffentHchung, sowelt erforderitch unter Angabe der In Betracht kommenden TeHe 



Betr. Anspmch Nr. 



us 6 228 752 Bl (MIYANO KIYOTAKA) 
8. Mai 2001 (2001-05-08) 
Abblldungen 1,2 



US 2001/014522 Al (BECK JAMES ET AL) 
16. August 2001 (2001-08-16) 
Zusamraenfassung; Abbildungen 3-5 



21 



21-24 



US 6 245 605 Bl (CHO CHIH-CHEN 
12. Juni 2001 (2001-06-12) 
das gan'ze Dokument 



ET AL) 



P,X 



WO 01/82350 A (APPLIED MATERIALS INC) 
1. November 2001 (2001-11-01) 
Zusaminenf assling 

WO 02/089190 A (MATTSON THERMAL PRODUCTS 
GMBH ; KEGEL WILHELM (DE); STORBECK OLAF 
(DE)) 7. November 2002 (2002-11-07) 
In der Anmeldung erwahnt 
AnsprUche 1,10; Abblldung 2 



21 



21,33 



21,26, 
29,31, 
34-43,49 



FbrniUatl PCT/ISAAIO (Rutwlzung von Blalt2) (JuD 109^ 



INTERNATIONAI 



li^PECHERCHENBERICHT 



nales Aktenzeichen 

F/EP 03/08220 



Feld I Bemerkungen zu den AnsprOchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1 

* 



GemaO Artikel 17(2)a) wurde aus fotgenden GrOnjien fOr bestlmmte AnsprQche kein Recherchenbericht erstellt: 
1. I I AnsprucheNr. 

weil sie sich auf Gegenstdnde beziehen. zu deren Recherche die Behdrde nicht' verpflichtet ist, nSmlich 



I I AiisprQcheNr. 

well sie sich auf Telle der Intemationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschrlebenen Anfordemngen so wenig entsprechen, 
daB eine sinnvoile Internationale Recherche nicht durchgefOhrt werden kann, ndmlksh 



3. I I AnsprOcheNr. 

well es sich dabel urn abhdngige AnsprQche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Reget 6.4 a) abgefaBt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die Internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt. daB diese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthSIt 

siehe Zusatzblatt 



1 . Da der Anmelder alle erforderllchen zusSitzlichen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
Internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren AnsprQche. 

2 I I Da fOr alle recherchierisaren AnsprQche die Recherche ohne einen Art>eitsaufwand durchgefQhrt werden konnte. der eine 
' — * zus&tziiche RecherchengebQhr gerechtfertlgt hdtte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen GebOhr aufgetbrdert 



3. Da der Anmelder nur einlge der erforderllchen zusdtzlichen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
■ — > Internationale Recherchenbericht nur auf die AnsprQche, fQr die GebQhren entrichtet worden sind, ndmlich auf die 
AnsprQche Nr. 



4. [ I Der Anmelder hat die erforderitehen zusatzllchen RecherchengebQhren nicht rechtzeitig entrichtet Der Intemationale Recher- 
chenbericht beschrSnkt sich daher auf die in den AnsprOchen zuerst envShnte Erfindung; diese ist in folgenden AnsprQchen er- 
faBt: 



Bemerkungen hinslchtlich eines Widerspruchs | | Die zusdtzlichen GebQhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit 

I X I Zahlung zusdtzlicher RecherchengebQhren eriblgte ohne Widerspruch. 



Formblatt PCT/ISA^10 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(JuIi 1998) 



Seite 1 von. 2 





Internationales AklenzelchenPCTyEP 03 iD8220 



WEITERE ANGABEN 



PCT/ISA/ 210 



Die Internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, dass diese 
Internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
namllch: 

1. AnsprQche: 1-20 

Vorrichtung und Verfahren zum thermlschen Behandeln von 
Halbleiterwafern mit der Verwendung von Abdeckpl atten 

^ ^2, Anspruche: 21-52 

Verfahren zur thermlschen Behandlung von 
Halbleitersubstraten liiittels eines thermlschen 
Behandl ungszykl usses 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONAL^^ECHERCHENBERICHT 

Angaben zu VeidffenUichun^^die zyj^H^n Patentfamilie gehdran 



Im Recherchenbericht 

angefOhrtes Patentriokument 



Datum der 
Verdffentlichung 



Intel 



PCT/ ^ 



les Aktenzelchen 

/08220 



MitglieGl(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Verdffentlichung 



DE 10060628 


A 


31-01-2002 


DE 


10060628 Al 


31-01-2002 


US 5861609 


A 


19-01-1999 


KEINE 




US 6197702 


Bl 


06-03-2001 


JP 


10335652 A 


18-12-1998 








TW 


452980 B 


01-09-2001 








US 


2002048967 Al 


25-04-2002 








US 


2003143864 Al 


31-07-2003 








US 


2001024870 Al 


27-09-2001 




Bl 


08-05-2001 

WW W bWVA 


JP 


11031666 A 


02-02-1999 








US. 


2001010966 Al 


02-08-2001 


OS 2001014522 


Al 


16-08-2001 


US 


6291868 Bl 


18-09-2001 








US 


2003207556 Al 


06-11-2003 








US 


6596595 Bl . . 


22-07-2003 


US 6245605 


Bl 


12-06-2001 


KEINE 




UO 0182350 


A 


01-11-2001 


US 


2002172756 Al 


21-11-2002 








EP 


1277231 Al 


22-01-2003 








OP 


2003532290 T 


28-10-2003 








UO 


0182350 Al 


01-11-2001 


WO 02089190 


A 


07-11-2002 


DE 


10120523 Al 


31-10-2002 








WO 


02089190 A2 


07-11-2002 








EP 


1382062 A2 


21-01-2004 



FormbbU PCTyiSA/210 (Anhang PBtentfamDleXJuD 1802) 



